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나노기술의 발전과 실용화를 위해서는 수 나노미터 크기의 정밀도, 고집적화 및 3차원 형태의 

구조를 대면적에 구현할 수 있는 공정기술의 확보가 선행되어야 한다. 하지만 기존의 실리콘 

공정에서 사용하는 포토리소그래피 기술의 경우 광학소스 및 렌즈의 물리적 한계치로 인해 

두 번 혹은 세 번에 걸쳐 형성하는 멀티 패터닝 기술을 도입해 약 20nm의 선폭을 형성하고 있

지만 이러한 방식은 생산 시간 및 생산 비용의 증가를 초래하므로 새로운 차세대 리소그래피 

기술의 개발 및 도입이 필요하다. 이에 본 연구진은 Ar 입자에 가속을 주어 물리적 식각을 하

는 ion bombardment 공정시 충격을 받은 목적입자가 이탈되는 현상 즉 이차 스퍼터링 현상 

활용하여 고해상도(~10nm), 고종횡비(5~10000), 고밀도(~14000 line per mm) 및 대면적

(wafer scale)의 특성을 가지는 새로운 방식의 고밀도 3차원 나노 리소그래피 공정 기술을 개

발하였다. 본 기술은 전도체, 반도체, 절연체 등 대부분의 물질에 적용이 가능하며 비교적 간

단한 공정 기술로 장비 및 생산 비용이 저렴하고 기존 포토리소그래피 공정과 연계가 가능하

여 실용화 가능성이 매우 기대된다. 또한 본 연구진은 이차 스퍼터링 리소그래피 기술의 장점

을 활용하여 무배향막 LCD소자, 유연투명소자, 나노 구조 기반 가스센서 및 나노 구조 보안 

필름 등의 고성능 광전자소자로 활용한 바 있으며 그 결과에 대하여 발표하고자 한다. 


